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(57) Abstract: The invention relates to a photonic-electronic integrated-circuit chip formed on a semiconductor-on-insulator substrate,
which silicon-on-insulator substrate comprises a buried dielectric layer (11) and an active semiconductor layer (12), said chip comprising
an electronic circuit portion (CE1, CE2) and a photonic interface (IPI) for interconnecting the electronic circuit portion, these being
co-integrated into the active layer, said chip being characterized in that the electronic circuit portion (CE1, CE2) is formed in a region
(REL, RE2) of the active layer the thickness of which is larger than the thickness of a region (RP) of the active layer in which said

photonic interface (IPT) is formed.

(57) Abrégé : L'invention porte sur une puce de circuit intégré photonique- électronique formée sur un substrat semiconducteur sur
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isolant, lequel substrat silicium sur isolant comprend une couche diélectrique enterrée (11) et une couche active de matériau semicon-
ducteur (12), ladite puce comprenant une partie de circuit électronique (CE1, CE2) et une interface photonique d'interconnexion (IPI)
de la partie de circuit électronique co-intégrées dans la couche active et étant caractérisée en ce que la partie de circuit électronique
(CEl, CE2) est formée dans une région de la couche active (RE1, RE2) dont 1'épaisseur est plus importante que 1'épaisseur d'une région
de la couche active (RP) dans laquelle est formée ladite interface photonique (IPT).




